4.1.1. Pamieci RAM 64-bitowe:

Uktad scalony UCA680101IN Ilub UCY780101N

zawiera pamiec z zapisem i odczytem oraz dostepem

swobodnym o pojemnosci 16x4 bity.

Uktad ma nastepujgce wyprowadzenia:

CS — wybér uktadu (ang.: Chip Select),

IVE — zezwolenie zapisu (ang.: Write Enable),

AO, Al, A2, A3 — wejécia adresowe,

DI, D2, D3, D4 — wejscia danych,

Ql, Q2, Q3, Q4 — wyjscia danych.

Dziatanie logiczne pamieci opisuje tabela funkcyjna.

Pamie¢ sktada sie z nastepujacych blokdw:

— matrycy 16x4 komérek w postaci przerzutnikdw
R-S,

— dekodera adresow,

— uktadu odczytu i zapisu.

W uktadach tych sg wyjscia danych z otwartym ob-

wodem kolektora, na ktorych odczytywane dane

wystepuja w postaci zanegowanej.

Czterobitowa informacja wejsciowa jest wpisywana

do komorek pamieci wybranych stanami wejs¢ adre-

sowych w kodzie dwdéjkowym. Zapisem informacji

steruje wejscie WE. Wejscie wybor uktadu — CS

UCAG680101IN, UCY780101N

oraz wyjscia danych z otwartym obwodem kolektora
umozliwiajg tatwe taczenie uktadéw w bloki pamieci
0 wiekszej pojemnosci.

Aby zapisa¢ dane w pamieci nalezy:

— przytozy¢ na wejscia AO, ...A3 adres w kodzie
dwojkowym, okreslajacy pozycje stowa w pa-
mieci,

— przytozy¢ poziom logiczny 0 na wejscia CS,

— wprowadzi¢ informacje na wejscia DI, ... D4,

— podac na wejscie WE impuls 0 minimalnym czasie
trwania 25 ns do stanu niskiego (0).

Aby odczyta¢ informacje z pamieci nalezy na wejscia
adresowe przylozy¢ stany okre$lajace pozycje stowa
w pamieci i utrzymujac wejscie WE w stanie wysokim
przytozy¢ do wejscia CS stan niski. Informacja za-
warta pod wybranym adresem wystapi na wyjsciach
w postaci zanegowane;j.

Proces odczytu nie niszczy informacji zawartej nadal
w komérkach pamieci.

Uktady 68/780101N sg produkowane w obudowach
A49C(CET1).

Typowe charakterystyki parametréw dynamicznych
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Schemat
)\ A0 s blokowy pamigci
C5 WE DL 01 02 02 Wejscia 68/780101
adresowe

AO CS WE

Opis wyprowadzek:

0L Q1 02 02 Masa

CS - wyb6r uktadu (ang. Chip Select)

WE - zezwolenie zapisu (ang. Write Enable)
AO, Al, A2, A3 - wejscia adresowe

DI, D2, 03, DA - wejscia danych

Ql, Q2, 03, QA - wyjscia danych

Tabela funkcyjna

Wejscia

Wyjscia Funkcja
cs WE Oznaczenia:
L L H zapis H m stan wysoki
stan niski
L H =\ odczyt stan dowéliny
M M przechowywanie

J zawartosci j

Uktad odczytu
i zapisu

Wyscia danych



Wartosci dopuszczalne parametrow

Parametry Warto$¢
Nazwa Symbol min max
Napiecie zasilania Ucc 7
Napiecie wejsciowe U, 55
Napiecie wyjsciowell Uo 55
Ujemny prad wejsciowy -1, 5
Zakres temperatury przechowywania -55 125
Napiecie ktére moze by¢ przytozone do wyjicia w sunie wysokim
Zalecane warunki pracy
Parametry Warto$¢
Nazwa Symbol min  nom max
Napiecie zasilania Ucc 4,75 5,0 5,25
Czas trwania impulsu zapisu twown) 40
Czas przetrzymywania danych Woldida) 40
Czas odzyskania zapisu twi 5
Czas odzyskania odczytu tsR 50
UCA680101N -40 85
Zakres temperatury oto-
czenia tarb
UCY780101N 0 70
Parametry dynamiczne przy Ucc = 5 V, tatb= 25C
Parametry Wartos¢ =) Warunki
S -
Nazwa Symbol  min  typ max 3 % pomiaru
adreso- 60
Czas propagacji sygna-  wych
tu do stanu niskiego na toHL ns
wyjsciu od wejsc: wyboru 30
uktadu CL= 30 pF
IL= 15 mA
adreso- 60
Czas propagacji sygna- wych
tu do stanu wysokiego tpLH ns
na wyjsciu od wejs¢ wyboru 30

uktadu

Jednostki

mA

°C

Jednostki

\Y
ns
ns
ns

ns

Uktad
pomia-
rowy



TYPOWE CHARAKTERYSTYKI PARAMETROW DYNAMICZNYCH

Czas propagacji sygnatu
w funkcji temperatury otoczenia

Czas propagacji sygnatu
w funkcji obcigzenia pojemno$ciowego

Parametry statyczne
(Jezeli nie podano inaczej —w petnym zakresie temperatury otoczenia)

Parametry Wartosé S Uktad
Svm- . < .- Warunki pomiaru pomia-
Nazwa gol min  typ max E = rowy
Napiecie- wejSciowe w stanie UL 0,8 \Y
niskim
Napiecie wejSciowe w stanie u 2 \Y
wysokim
Ujemne napigcie wejsciowe u 1 \Y Ucc = 475 V £
, = -5 mA
Prad wejsciowy w stanie nis- L -0,25 mA  Ucc = 525 V C
im U =045V
Prad wejSciowy w stanie wy- | 4 10 HA  Ucc = 525 V C
sokim Ui= 525V
Napigcie wyjsciowe w stanie UoL 045 V lot = 15 mA
niskim Ucc = 4,75 V
o Unci, =0V A
Ilz_rqd wyjsciowy w stanie nis- loL 15 mA  UOL< 045V I/,(™ =25V
im
Prad wyjsciowy w stanie wy-  |on 100 (XA Ucc = 525 V B
sokim Uo = 525 V
£ («>= 25V
Prad zasilania lec 105 mA  Ucc = 525 V D

unés>= U/(4) = £llnc) = 0V



Uktady pomiarowe

lol

15mA
C5
AO
Al

103

oL
D2
03
o

Pomiary parametréw statycznych

475V

|IMaso

Ukt*d pomiarowy D. Pomiar 1.

4.12.

Uktady pamieci mozna w prosty sposéb tagczy¢ w blo-
ki pamieci o wiekszej pojemnosci. Wyjscia z otwar-
tym obwodem kolektora umozliwiajg dotgczenie wielu
wyjs¢ do wspdlnej szyny wyjsciowej. Sygnat wybiera-
jacy, przytozony na wejscie CS, uaktywnia dany uktad
pamieci, pozostate uktady pamieci, ktorych wejscia CS
znajduja sie w stanie wysokim, reprezentujg na wyjs-
ciach informacyjnych stan wysoki.

Na rysunku 4.1 przedstawiono blok pamieci o pojem-
nosci 64 stow osmiobitowych. Stowo o$miobitowe
jest wpisywane lub odczytywane jednoczesnie z dwdch
uktadow 68/780101. Stany wyjs¢ adresowych A4 i A5
okreslajg pozycje uaktywnionych uktadow 68/780101,
z ktdrych informacja jest odczytywana lub do ktérych

Typowe zastosowania pamieci 68/780101

dane sg wpisywane. Stan wej$¢ WE okre$la aktualng
funkcje bloku pamieci (zapis lub odczyt).

Wartos$¢ rezystancji R wylicza sie z warunkéw utrzy-
mania napiecia na wyjsciu w stanie wysokim powyzej
2,4 V i ponizej 0,45 V w stanie niskim.

W analogiczny spos6b mozna uzyska¢ blok pamieci
0 wiekszej pojemnosci. Nalezy jednak pamietac, ze
taczenie wielu wyjs¢ razem powoduje zwiekszenie
pojemnosci wyjsciowych, ktére wydtuzajg czas do-
stepu.

Pamieci tego typu moga by¢ stosowane jako szybkie
pamieci podreczne o stosunkowo niewielkiej pojem-
nosci do tymczasowego przechowywania informaciji.



3- Wartosc uwzglednia pojemno$¢ sondy i pojemnos$¢ montazu.

Uktad pomiarowy F. Pomiary parametréw dynamicznych

tr =5ns t, =5ns
o L (V) E— -
Wejécia adresowe , j}L ————— ggo/,,---—- \Y 25V
AO. Al. A2. A3 If - - e 1.5v
-ov. e
tw=500ns = Wejécia danych / = 2%/
D1.D2,03D4 - / ------- -15v
Wyjscia danych A iw=200ns -0V
57. 02, 03, 04 50 ns
---U 1 g
PHL(ad) IPLHIad i I tw=90ns 25V
Warunki pomiaréw: a) zapis - * 0V, - 0V, pod adres Wejécie WE
AO - Al - A2 - A3 * 1 wpisa¢ O1 - D2 m D3 * D% - 1 i pod adres -
AO - Al - A2 - A3 - 0 wpisa¢ 01 - D2 - D3 - Ok - 0, ) Voo '/_- _____________ ov
b) odczyt - * 0V, * 2,it V, na wejscia adresowe

przytozy¢ Impulsy z generatora B.
Przebiegi okre$lajace pomiary czasu propagacji sygnatu od wejsc

adresowych do wyjsé

Wyjscia
cn, G2 era, gz
H non
i V -
Wejscie .wyboju "SR -1 1-
uktadu CS
Warunki pomiaru: a) na wej$cie TS przytozyé napigcie
UKCS)-0V™*
b) wybra¢ adres AO - Al - A2 m A3 m 1
c) na wejscia DI, D2, D3 i D% przytozy¢
Impulsy z generatora B
d) na wejscie wf przytozy¢ Impulsy
z generatora A
Przebiegi okre$lajgce pomiar czasu odzyskania odczytu (t$R)
Warunki pomiaréw: a) zapis - U~2jj - 0V, | (WE) * 0V, pod adres
AO - Al - A2 - A3 ' !wpisa¢ Di Q D3 m W m 1, b) odczyt

- Ujjyjf) m 2,¥Vv, Na wej$cie CS przytozy¢ impulsy z generatora A.
Przebiegi okreslajace pomiary czasu propagacji sygnatu od wejscia

wyboru uktadu C? do wyjsc¢
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